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FACULDADE DE CIENCIAS

PLANO DE ENSINO

Curso: Licenciatura Plena em Fisica
Departamento: Fisica

IDENTIFICACAO

Caodigo: 4521
Disciplina: Topicos em Fisica de Semicondutores
Seriacao ldeal: Optativa
Pré-Requisitos: Calc. Diferencial e Integral |
Calc. Diferencial e Integral I
Calc. Diferencial e Integral Il
Co-Requisitos:
Créditos: 04
Semestre:
Carga Horaria Total: 60 horas
Ano: 2007

OBJETIVOS

Entender os fendbmenos e as expressdes matematicas que regem a fisica de
semicondutores, assim como os processos de fabricagdo de materiais e o
funcionamento dos principais dispositivos semicondutores.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1.Introducgao a fisica do estado sdlido
1.1. Conceitos de sdlido.
1.2. Estruturas cristalinas simples, rede reciproca.
1.3. Teoria do elétron livre.
1.4. Teoria de elétron em redes periddicas.

2.Conceitos em fisica de semicondutores
2.1. Diagrama de bandas de energia — classificagdo de materiais.
2.2.Densidade de estados e concentragao de portadores.
2.3. Elétrons e buracos.
2.4. Doadores e aceitadores.




3.Fendbmenos de transporte de portadores de carga.
3.1. Difusao e inje¢ao de portadores.
3.2. Processos de geragao e recombinagao.
3.3. Equacao da continuidade.
3.4. Resistividade e processos de espalhamento de portadores.

4.Tecnologia de materiais
4.1. Preparacao de semicondutores de alta pureza.
4.2. Medidas de Resistividade.
4.3. Efeito Hall.
4.4. Dislocagdes e outras imperfeicoes.

5.Jungao p-n
5.1. Condicao de equilibrio térmico.
5.2. camada de deplecao.
5.3. Caracteristicas corrente-voltagem.
5.4. Carga e comportamento transiente.

6.Retificadores e transistores baseados em jungdes p-n
6.1. Retificadores p-n
6.2. Campos e correntes em retificadores p-n.
6.3. Transistores.
6.4. Transistores bipolares de heterojungdes.

7.0utros dispositivos semicondutores
7.1. Contato metal-semicondutor.
7.2. Transistor de efeito de campo metal-semicondutor (Mesfet).
7.3. Transistor de efeito de campo metal-6xido-semicondutor (Mosfet).
7.4. Diodo Tunel.
7.5. Diodos emissores de luz e laseres de semicondutores.

METODOLOGIA
Aulas expositivas e seminarios dados pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA A BASICA

J.P. McKELVEY. Solid State and Semiconductor Physics Krieger Publ. Company,
Florida, 1985.

S.M. SZE. Physics of semiconductor devices: John Willey & Sons, N.York, 1985.
C. HITELL. Introduction to solid State Physics: John Willey & Sons, N.York, 1976.
R.A. SMITH. Semiconductors: Cambridge Um. Press, London, 1978.

R.DALVEN. Introduction to applied Solid State Physics, N. York, 1978.




CRITERIOS DE AVALIACAO DA APRENDIZAGEM

Mf = Mp * 0,75+ Ms * 0,25

Onde,

Mf = Média Final

Mp = Média das Provas
Ms = Média do Seminario

EMENTA

Introducgéo a fisica do estado sdlido.

Conceitos em fisica de semicondutores.

Fendémenos de transporte de portadores de carga.
Tecnologia de materiais.

Juncéo p-n.

Retificadores e transistores baseados em juncdes p-n.
Outros dispositivos semicondutores.
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Professor Responsavel Visto do Departamento | Manifestagdo Conselho de
Curso

Aprovagao Congregagao
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